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(1)低電圧 BiCMOS メモリ構成として， 2つの手法を提案するとともに，各メモリ構成法を明らかにしている。第 1 の
手法は BiCMOS論理ゲート主体のメモリ構成であり，第 2 の手法は ECL回路主体のメモリ構成である。
(2) BiCMOS論理ゲート主体のメモリ構成では，低電圧動作に適した BiCMOS論理ゲートを提案するとともに，その
有用性および設計指針を明らかにしている。
(3) ECL論理ゲート主体のメモリ構成では，高速動作に適した CMOS メモリセル部の低電圧化手法，および， ECL論
理ゲートの低電力化手法を明らかにしている。
(4) 提案した 2つの低電圧メモリ構成により，実際に BiCMOS メモリを設計試作し，その有用性を実証している。
以上のように，本論文は今後の微細BiCMOSデバイスに適用可能な低電圧メモリ回路構成を確立し，実用的なBiCMOS
メモリを実現したものであり，集積回路設計技術の分野に寄与するところ大である。よって，本論文は博士論文として
価値あるものと認める。
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